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A0 bis A9 Adresseneingénge
- WE Schreibsignal
Do l—o 14 CS Schaltkreisauswahl
Dt h—o1s DO bis D3 Datenein- und -ausgiinge
D2b—o12 UC o Betriebsspannung
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Masse

—

AnschluBBbelegung und Schaltzeichen

Eigenschaften

- NMOS-Technologie,
alle Ein- und Ausgénge TTL-kompatibel,

t

1

Typstandard: TGL 422232

Bauform: DIP-18, Plast (Bild )

Reduzierung der Stromaufnahme im Ruhezustand auf 40 %,

Tristate-Ausgénge.

Der Ubersichtsschaltplan besteht aus folgenden Teilschaltungen:
* Speichermatrix mit 64 Zeilen und 64 Spalten,

* Adresseneingangsschaltungen fiir 10 Adressenleitungen,
* Zeilendekoder (64), Spaltendekoder (16),
* 4 bidirektionale Datenein/-ausgangsstufen mit Leseverstirker,

* Chipauswahlsteuerung (Power-down-Steuerung),

*

%

Schreib-Lese-Steuerung ,
Substratvorspannungsgenerator.

Ausgewiihlte Kennwerte

Kennwert IZ(;[‘CZh"en MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit
Betriebsspannung U co 4,75 5,25 v
Adressenzugriffszeit tAVDV U 214 D 20 200 ns
tAVDV U 214 D 30 300 ns
tAVDV U 214 D 45 450 ns
Stromaufnahme ICCO U 214 D 20 120 mA_
Icco U 214 D 30 95 mA
ICCO U 214 D 45 95 mA
Ruhestrom ICCR 40 mA
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Bild 6 (DIP-18, Plast)




